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(57)-AhsJxa£t: The invention relates to a semiconductor laser device, comprising a semiconductor laser element ( 1 , 21), or a number 
of individual lasers mounted parallel to each other, with a number of output surfaces (2, 3, 4, 5, 22, 23, 24), from which laser light can 
escape, having a greater divergence in a first direction (Y) than in a second direction parallel to the above and at least one reflecting 
means (7, 9, 16, 16*, 28), at a distance from the output surfaces (2, 3, 4, 5, 22, 23, 24), outside the semiconductor laser element 
(1) or the individual laser, with at least one reflective surface (8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31) which reflects at least a 
part of the laser light escaping from the semiconductor laser element (1, 21) or the individual lasers through the output surfaces (2, 
3, 4, 5, 22, 23, 24) back into the semiconductor laser element (1, 21) or the individual lasers, such that the mode spectrum of the 
semiconductor laser element (1, 21) or the individual lasers is influenced. The at least one reflective surface (8, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 20, 29, 30, 31) of the reflecting means (7, 9, 16, 16', 28) has a concave curve. 
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(57) Zusammcnfassung: Halbleiterlaservorrichtung umfassende in Halbleiterlaserelement (1, 21) odereine Mehrzahl von parallel 
montierten Einzellasem mit einer Mehrzahl von Austrittsflachen (2, 3, 4, 5, 22, 23, 24), aus denen Laserlicht austreten kann. das in 
einer ersten Richtung (Y) eine grossere Divergenz aufweist, als in einer dazu senkrechten zweiten Richtung, sowie mindestens ein 
beabstandet zu den Austrittsflachen (2, 3, 4, 5, 22, 23, 24) ausserhalb des Halbleiterlaserelements (1) oder der Einzellaser angeordne- 
tes Reflexionsmittel (7, 9, 16, 16', 28) mit mindestens einer reflektierenden Flache (8, 10, 1 1, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31), die 
zumindest Teile des aus dem Halbleiterlaserelements (1, 21) oder den Einzellasem durch die Austrittsflachen (2, 3, 4, 5, 22, 23, 24) 
ausgetretenen Laserlichts derart in das Halbleiterlaserelement (i, 21) oder die Einzellaser zuruckreflektieren kann, dass dadurch das 
Modenspektrum des Halbleiterlaserelements (1, 21) oder der Einzellaser beeinflusst wird, wobeidie mindestens eine reflektierende 
Flache (8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,20, 29, 30, 31) des Reflexionsmittels (7, 9, 16, 16', 28) konkav gekrummt ist 



